
ークが支配的となり、結晶化および結晶性の向上が
確認される。図2に、高圧水蒸気熱処理前後のμ-PCD
測定結果を示す。処理後の減衰曲線より、8.6μsとい
う長い少数キャリア寿命が得られることが分かった。
また、処理を行わなかった試料からは有意な信号は観
測されず、高圧水蒸気熱処理の有効性も確認された。

[1]  H. Matsumura et al., 15th Int. Photovolt. Sci. & Eng. Conf. 
Shanghai, China, 776 (2005)

図2 μ-PCD測定結果
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石英基板上に堆積したa-Siを瞬間熱処理により結晶
化したμc-Si薄膜は、酸素吸引が無く高い移動度を示
すなど、堆積法により直接形成する従来のμc-Si薄膜と
異なる優れた性質を示すことが明らかとなっている[1]。
今回我々は、数 mmのa-Siを加熱でき、かつ基板全体
に熱が伝導しないため低融点ガラスを使用できる可
能性のある、ミリ秒の時間領域の熱処理であるフラ
ッシュランプアニール(Flash Lamp Annealing; FLA)に
よる、1μm以上のa-Siの結晶化およびその物性評価を
行ったので報告する。

20mm角の石英基板上に、膜中水素含有量が2-3%と
低い膜が形成可能な触媒化学気相堆積(Cat-CVD)法に
よりa-Si膜を堆積した後、FLA処理を行った。処理時
間は5 msとし、照射強度を系統的に変化させた。FLA
処理後、一部の試料について、350 ℃、3.0 MPaの高
圧水蒸気熱処理を行った。物性評価には、ラマン分
光法、X線回折、反射マイクロ波光導電減衰(μ-PCD)
法等を用いた。

図1に、膜厚1.5μmの試料についてのラマンスペクト
ルのランプ照射強度依存性を示す。照射強度の増大に
伴い、結晶シリコンに起因する520cm-1付近の鋭いピ

フラッシュランプアニールにより形成した
高品質多結晶シリコン薄膜
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図1 ラマンスペクトル
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